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【はじめに】 

   本研究では，資源利用効率が高く環境軽負荷で，さらに，組成制御が容易で大面積成長が可能

なスパッタエピタキシー法[1]を用いて， Si(100)基板上に Ge 組成比や膜厚を変化させた圧縮歪

Si1-xGex層を形成し，Si 基板上に Si1-xGex層が歪緩和せずに完全圧縮歪でエピタキシャル成長でき

る Ge 組成比と膜厚との関係を調べた．その実験内容と結果について報告する． 

【実験方法と結果】 

   スパッタエピタキシー法を用いて，成長温度を 400℃及び 560℃に設定し，Ge組成比 xと膜厚

を変化させた Si1-xGex層を Si(100)基板上に形成し(Fig.1)，X 線回析(XRD)装置を用いて Si1-xGex層

の格子不整合率を測定することによって，完全圧縮歪成長する Si1-xGex層の組成比と臨界膜厚との

関係を各成長温度で評価した．また，原子間力顕微鏡(AFM)，透過電子顕微鏡(TEM)を用いて

Si1-xGex層の平坦性や結晶状態を評価した． 

 本実験より得られた各成長温度における Si1-xGex層の臨界膜厚の Ge組成比依存特性を，他研究

機関から報告のある理論曲線[2]および実験結果[3-5]と比較して Fig. 2に示す．本スパッタ法を用

いることで，成長温度 560℃では他報告と同程度の臨界膜厚であった。成長温度 400℃では，より

高い Ge組成比でより厚い完全圧縮歪の Si1-xGex層の形成が可能であることが分かった．Fig.3は

Ge組成比 0.51の Si0.49Ge0.51の断面 TEM写真である。Si/SiGe 界面を含めて格子整合している．こ

れにより，組成制御が難しく，高い成膜温度が必要な CVD法や，組成制御や大面積成長の難しい

SSMBE法に代わって，組成制御が容易で大面積成長可能な本スパッタエピタキシー法を用いた高

い Ge組成比の格子整合型のデバイスへの応用が期待される． 

 この研究の一部は，情報通信研究機構先端 ICTデバイスラボで実施した 

 

Fig. 1. 試料構造 
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Fig. 2. Si1-xGex層の臨界膜厚の Ge 組成比依存性 

 

Fig. 3. Si0.49Ge0.51薄膜の断面 TEM 像 
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